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Neste trabalho apresentamos medidas diretas de freqiiéncias de linhas laser na regiio do infravermelho
longinquo (IVL = 1-10 THz ) através da técnica heterodina. Nesta técnica, linhas lasers de freqiiéncias proximas, uma
adotada como referéncia e outra como incégnita, sdo misturadas num diodo de contato de ponta do tipo metal-isolante-
metal ( MIM ). Este diodo € capaz de gerar a diferenca das freqiiéncias misturadas ( batimento ) que apds ser
amplificado € diretamente medida num analisador de espectro comercial.

Utilizamos lasers de CO, como fonte de excitagdo 6ptica, ressonadores do tipo Fabry Perot como laser no IVL
e moléculas do tipo metanol ( CH30H ) como meio ativo. O diodo MIM, misturador e gerador de harménicos, é
formado por um filamento de tungsténio, de comprimento entre 3-6 mm e didmetro entre 25-50 pm, em contato
pontual com a estreita camada de 6xido formada naturalmente na base polida de um cilindro de niquel. Para o adequado
contato pontual é feito um ataque quimico eletrolitico (efching) com uma solug@o de NaOH na extremidade livre do
tungsténio até atingir raio de curvatura da ordem de centenas de nandmetros. A impedancia da jungdo W-NiO ¢
ajustada mecénicamente através de um parafuso micrométrico adequadamente acoplado a um suporte € monitorada
entre 300-600 Q com auxilio de um adequado circuito eletrdnico.

Neste arranjo, as linhas lasers IVL geradas sdo cuidadosamente sobrepostas num divisor de feixes (beam
splitter) de Silicio e dirigidas para um espelho parabdlico de cobre. O diodo MIM ¢ posicionado adequadamente no
foco deste espelho através da maximizagéo do sinal retificado por ele gerado.

As frequéncias medidas estdo na regifio de 800 GHz a 1600 GHz com reprodutibilidade da ordem de partes em
107. Estes resultados nfo s6 contribuem para o aumento do numero de padrdes secundarios de freqiiéncia na regido
espectral compreendida entre as microondas e o visivel mas também auxiliam na anélise espectroscépica do meio ativo.
De fato, a identificagfio dos niveis envolvidos em ciclos lasers sdo propostas ou verificadas diretamente através da
utilizago das freqiiéncias medidas.
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Existe um grande interesse no desenvolvimento de lasers de ifons de terras-raras operantes no
infravermelho devido as possibilidades de aplicagdes médicas e odontologicas. A regifio de 3um € de interesse
devido a forte interagdo da emissdo laser com tecidos biolégicos.

Um laser de Ho em 2,9 um ¢ um sistema de quatro niveis cujo nivel laser inferior possui um tempo de vida
maior que o tempo de vida do nivel laser superior. A utilizagdo do nivel “I;3, do Nd como escoadouro de energia
diminui o tempo de vida do nivel laser inferior ( > I ; do Ho ). Além disso o nivel *Fs, do Nd funciona como
sensitizador , transferindo energia para o nivel - 15 do Ho.

A caracterizagdo da transferéncia ( *F 3, — 15 ) foi realizada utilizando-se o método de Forster-Dexter
que consiste na determinagio do raio critico de interagdo a partir dos espectros de absorgdo ¢ emissdo dos ions
envolvidos. A partir do raio critico de interagio pode-se obter a probabilidade de transferéncia de energia.

Analisando o processo de desexcitagdo radiativa do nivel ( * F 5, do Nd ) em comparagdo com a
probabilidade de transferéncia de energia observa-se que o processo de transferéncia para o Ho ¢é predominante,
sendo este processo o responsavel pela populagdo do nivel laser superior.
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